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背景及び目的 

 Tunneling FETは Subthreshold swing (SS)を原理的に低減させる急峻なスイッチデバイスとして注

目されている[1]。しかし、キャリア注入がバンド間トンネルによるためトンネル抵抗が原因で ON 電

流が低いことが課題となった。これまで、Si-Siホモ接合の 3次元構造[2]や III-V材料の組成変化によ

るヘテロ接合[3]がこの問題に対して検討されてきた。我々は Mg2Si のような半導体シリサイドと Si

のヘテロ接合を用いた高い ON 電流と急峻 S 値を有する Si ベースの TFET を提案した[4]。本研究で

はそのMg2Si-Siヘテロ構造 TFETのデバイス構造や

印加電圧に対する変化をシミュレーションにより調

べた。 

結果及び考察 

SOI 型 TFET のチャネル長(Lg)が 100と 20 nm と設

定し、印加電圧(Vd)を 0.1- 1.0 Vの範囲で Id-Vg特性

を評価した(Fig.1)。ソース領域及びチャネル領域不純

物濃度を 1x1020 cm-3 と 1x1017 cm-3に設定した。短

チャネル化により ON電流は殆ど変化しないものの、

Lg =20 nm では Vdが大きいほど、OFF電流が増大、

S値の劣化がみられた。短チャネル化によりドレイン

ポテンシャルがソース部接合に影響したためと考え

られる。ON電流と最小 S値の Vd依存性（Fig.2）は

ON 電流 Vdのある程度の現象までは低下しないのに

対し、S値は徐々に改善していくことが判る。それぞ

れの Lgに対して最適な Vdがあることを示唆する。 
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Fig.1 Id –Vg characteristics of the TFET with 

Mg2Si hetero-junction Lg of (a) 100nm 

 and (b) is 20nm. 

 

Fig2. Minimum subthreshold slop SS as a 

function of drain voltage. 
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